Wzmacniacze tranzystorowe

Zad.1. Zaprojektuj wzmacniacz z rys.1 o napigciu wyjsciowym U,y =3 V wzmocnieniu napigciowym
k, =100 V/V, rezystancji obciazenia Ry, = 10 k€. We wzmacniaczu zastosowac tranzystor BC 847B
(dane katalogowe tranzystora: Bo =250, Ucear =90 mV, fr=250 MHz, Icgo=15nA, Cp =8 pF,
Che =3 pF, parametry macierzy h dla Ic =2 mA, Ucg=5V i f=1kHz, h;;c=4,5kQ, hjp.= 2*10"4,
hy1e =330, hye = 30uS).

Do obliczen przyjac¢ napigcie zasilania Ucc =9, 12 lub 15 V oraz R, = 0kS5, 1k lub 10k
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Rys.1. Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji OE

Zad.2. Obliczy¢ wielkosci charakterystyczne wzmacniacza pradu zmiennego 2z tranzystorem
E-MOS pokazanego na rys.2:

a) wzmocnienie napigciowe ky,

b) rezystancj¢ wejsciowa Rye,

c) rezystancj¢ wyjsciowa Ry,
tranzystor opisany parametrami macierzy y: y;; =0, y12 =0, y2;1 = gn =2 mS, y2 = g4s = 15 uS.
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Rys.2. Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji OS



Charakterystyka wejsciowa tranzystora BC 847B
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Charakterystyki wyjsciowe tranzystora BC 847B




